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はじめに：高輝度 LED の開発を目的に、均一性の高い発光を示す、Ag ナノインクの印刷と熱
処理による Ag 電極の形成を検討している[1]。今回、電極の基本的な特性を把握する目的で電子
ビーム(EB)蒸着により作製した試料と比較する形で印刷法により作製した電極の評価を行った。 

試料作製：サファイア基板上に AIN低温バッファ層、厚さ 1 mのアンドープ GaN層、厚さ 1 m

の n-GaN(Si : 8×10
16

 cm
-3

)を MOCVD法で成長した(図 1)。n-GaN表面に Agショットキー電極を
Agナノインクのディスペンサ印刷と 250 ℃で 60分の熱処理、又は EB蒸着法により形成した。 

結果と考察：図 2 に典型的な I-V 特性を示す。印刷法により作製した電極は大きなショットキ
ー障壁高さ(qB = 1.32 eV)を示し、逆方向電流は-10 Vで 1×10

-11
 Aと小さい。一方、EB法で作製

した電極は qBが 0.80 eVと低く、逆方向電流も 6桁以上大きい。このように特性が大きく異なる
原因は現時点では明らかでないが、印刷法が低温・低ダメージプロセスであることが影響してい
ると考えられる。 

図 3に界面顕微光応答法(SIPM)[2]で電極面内の光電流(Y)を測定した結果を示す。両試料共に比
較的均一な分布を示しており、印刷法の実用性が示された。 
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図 1. 試料構造 図 2. Ag/n-GaNショットキー接触の I-V特性 

図 3. SIPM測定から得られた Y像( = 516 nm) (a)EB蒸着, (b)ディスペンサ印刷 
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